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【緒言】高効率な Ge膜の作製のために,我々は

フラッシュランプアニール(FLA)での低温結晶

化を検討している。これまでに低印加電圧時

(2600V)では固相結晶化(SPC),高印加電圧時

(3400V)では溶融結晶化(LPC)の結晶化過程が

行われていることを明らかとしている 1)。本研究

では a-Ge 膜に FLA を照射した時の基板内での

a-Ge 膜の場所、サイズでの結晶化領域の変化を

評価し、Ge 膜の結晶化の差異を評価した。 

【実験方法】電子ビーム(EB)蒸着法により，基

板温度 RT で膜厚 60nm の a-Ge 膜を 20×18mm2の

石 英 基 板 上 に 4 種 類 の メ タ ル マ ス ク

(MA,MB,MC,MD)を用いて石英基板上にアイラン

ド状に堆積速度 0.2nm/s で堆積させた。FLA の照

射条件は予備加熱温度 400℃、照射回数 1shot,

ランプ印加電圧 2600V,3400V の条件でそれぞれ

結晶化を行った。結晶性評価には，ラマン分光法を

用いた． 

【結果と考察】FLA 照射を行った各 a-Ge 膜の写

真を図 1 に示す.溶融結晶化では白く透明な結

晶相ができている。固相結晶化では灰色に変色

している。図 2 に FLA 照射を行った a-Ge 膜での

各アイランドの結晶相の光学写真を示す。溶融結晶化

では円状全体に結晶のような物が見られ、固相結晶化

では MA,MC では円状に層をつくるように黒い粒上の

ものが確認された。MB,MD では黒い粒状のものが見られなかった。各資料のラマンピークを図 3

に示す。すべての条件で高い結晶化率を得ることができた。溶融結晶化では、アイランドのサイ

ズが大きいほど高い強度を得ることができた。 
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